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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公開番号】特開2005-317980(P2005-317980A)
【公開日】平成17年11月10日(2005.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2005-044
【出願番号】特願2005-131468(P2005-131468)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３０１Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月26日(2008.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
高応力窒化膜を生成する方法であって、　Ｓｉ、ＮおよびＣを任意の組合せで含む化合物
（Ａ）とＮＨ３（Ｂ）とを、急熱化学的気相堆積（ＲＴＣＶＤ）条件、プラズマ化学的気
相堆積（ＰＥＣＶＤ）条件または減圧化学的気相堆積（ＬＰＣＶＤ）条件で反応させるス
テップ　を含み、　前記反応ステップにより、＋１０Ｇダイン／ｃｍ２を超える応力値を
有する高応力膜を形成する　方法。
【請求項２】
前記反応ステップがＲＴＣＶＤ条件である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
Ｓｉ、ＮおよびＣを含む前記化合物をＮＨ３と反応させる前記ステップ中にシラン、ジシ
ラン、ヘキサクロロジシランおよびシラン・ベースの他の化合物からなるグループから選
択された少なくとも１種の化合物の追加をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記化合物（Ａ）が塩素を含まない化合物である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
Ｓｉ、ＮおよびＣを含む前記化合物（Ａ）が、　（Ｒ－ＮＨ）４－ｎＳｉＸｎ　（Ｉ）　
であり、上式で、Ｒがアルキル基（同じでもまたは異なっていてもよい）、ｎが１、２ま
たは３、ＸがＨまたはハロゲンである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記化合物（Ａ）がビス－ｔ－ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）である、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
前記反応ステップが、ビス－ｔ－ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）とＮＨ３を反応させ
るステップである、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
前記反応が炭素濃度３から１５原子％で行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
窒化膜を生成する方法であって、　急熱化学的気相堆積（ＲＴＣＶＤ）条件、プラズマ化
学的気相堆積（ＰＥＣＶＤ）条件または減圧化学的気相堆積（ＬＰＣＶＤ）条件で、５０
０から７００℃の範囲の温度、５０から５００Ｔｏｒｒの範囲の圧力で、　Ｓｉ、Ｎおよ
びＣを任意の組合せで含む化合物（Ａ）を　ＮＨ３（Ｂ）　と反応させるステップを含み
、前記反応ステップにより、＋１０Ｇダイン／ｃｍ２を超える量の応力値を有する膜を形
成する方法。
【請求項１０】
前記反応ステップがＲＴＣＶＤ条件であり、炭素濃度６から１０％、温度６５０℃、圧力
１４０Ｔｏｒｒでビス－ｔ－ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）をＮＨ３と反応させる、
請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
＋１０Ｇダイン／ｃｍ２を超える高い応力を有する膜を備える窒化シリコン膜であって、
　ビス－ｔ－ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）とＮＨ３の反応生成物を含む、窒化シリ
コン膜。
【請求項１２】
前記反応生成物の化学構造がＳｉｘＮｙＣｚＨｗであり、ｘ、ｙ、ｚおよびｗがそれぞれ
０よりも大きな整数または非整数である、請求項１０に記載の窒化シリコン膜。
【請求項１３】
デバイス活性層の少なくとも一部分を、＋１０Ｇダイン／ｃｍ２を超える引張応力を有す
る窒化シリコン・ライナで覆うステップを含み、前記窒化シリコン・ライナが、ビス－ｔ
－ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）とＮＨ３の反応生成物である窒化膜を含む、半導体
ウェハ製造方法。
【請求項１４】
前記覆うステップが急熱化学的気相堆積（ＲＴＣＶＤ）プロセス中に実施される、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
急熱化学的気相堆積（ＲＴＣＶＤ）プロセス、プラズマ化学的気相堆積（ＰＥＣＶＤ）プ
ロセスまたは減圧化学的気相堆積（ＬＰＣＶＤ）プロセスによって形成され、ビス－ｔ－
ブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）とＮＨ３の反応生成物である窒化膜を含み、前記窒化
膜が＋１０Ｇダイン／ｃｍ２を超える引張応力を有する、窒化物ライナ。
【請求項１６】
窒化膜の応力レベルを調整する方法であって、　前記窒化膜を形成するのに使用する出発
材料前駆体の選択と、　前記出発材料前駆体とともに処理する、窒素を含む前駆体の選択
と、　前記出発材料前駆体と窒素を含む前記前駆体の比と、　前記膜を成長させる一連の
ＣＶＤ条件と、　前記膜を成長させる厚さと、　からなるグループから選択された少なく
とも２つを調整するステップを含む方法。
【請求項１７】
前記出発材料前駆体がＳｉ、ＣおよびＮを任意の組合せで含む化合物である、請求項１６
に記載の応力レベル調整方法。
【請求項１８】
前記出発材料前駆体がＢＴＢＡＳであり、前記窒素を含む前駆体がＮＨ３であり、前記Ｃ
ＶＤ条件がＲＴＣＶＤ条件である、請求項１６に記載の応力レベル調整方法。
【請求項１９】
前記ＲＴＣＶＤ条件が、５００～７００℃の範囲の温度、５０から５００Ｔｏｒｒの範囲
の圧力、３０から６００秒の時間範囲のＲＴＣＶＤ条件である、請求項１８に記載の応力
レベル調整方法。
【請求項２０】
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前記厚さが５０から１，０００オングストロームである、請求項１６に記載の応力レベル
調整方法。
【請求項２１】
窒化膜の前記応力レベルが＋１０Ｇから＋１８Ｇダイン／ｃｍ２の範囲に調整される、ア
ンモニア処理されたＢＴＢＡＳ膜である、請求項１６に記載の応力レベル調整方法。
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